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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成22年12月2日(2010.12.2)

【公表番号】特表2010-506818(P2010-506818A)
【公表日】平成22年3月4日(2010.3.4)
【年通号数】公開・登録公報2010-009
【出願番号】特願2009-532941(P2009-532941)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ   3/22     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  31/24     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   8/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   8/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｂ   3/22    　　　Ｚ
   Ｂ０１Ｊ  31/24    　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｍ   8/06    　　　Ｇ
   Ｈ０１Ｍ   8/04    　　　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成22年10月18日(2010.10.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水素ガスおよび二酸化炭素を触媒化学反応でギ酸（ＨＣＯＯＨ）から生成する方法であ
って、
　前記反応は、添加されたギ酸塩の存在下で行われる方法。
【請求項２】
　前記反応は、
　水性溶液の中で、
　１５～２２０℃の範囲内の温度で、
　添加されたギ酸塩の存在下で、および
　触媒の存在下で
行われ、
　前記触媒は、一般式（Ｉ）の錯体を含み、
　　　Ｍ（Ｌ）ｎ　　　（Ｉ）
　式中、Ｍは、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｐｔ、ＰｄおよびＯｓから選択された金属であり、好
ましくはＲｕであり、
　ｎは１～４の範囲内であり、
　Ｌは、カルベン、または少なくとも１つのリン原子を含む配位子であり、該リン原子は
、該金属に錯体結合によって結合されており、該リン配位子は、少なくとも１つの芳香族
基および１つの親水基をさらに含み、
　ｎ＞１の場合、それぞれのＬは、別のＬと異なっていてもよく、
　前記一般式（Ｉ）の錯体は、別の配位子を任意選択的に含み、そして、塩の形態で供給
されるか、または中性である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記反応が、７５℃～１４０℃の範囲内の温度で行われる請求項１または２に記載の方
法。
【請求項４】
　触媒が使用され、
　前記触媒が１４０℃までの温度で、および１～８の範囲内のｐＨで安定である請求項１
乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記反応容器の中で、ギ酸：ギ酸塩（ＨＣＯＯＨ：ＨＣＯＯ-）のモル比が、1：２０～
３０：１の範囲内である請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記反応が、水性溶液の中で、１～６、好ましくは、２．５～５．０の範囲内のｐＨで
、行われる請求項１乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　０．５～６００バールの範囲内のＨ2分圧で行われる請求項１乃至６のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項８】
　前記触媒の少なくとも１つの前記配位子Ｌの前記親水基が、スルホネート、カルボキシ
レートおよび／またはヒドロキシから選択される請求項２乃至７のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項９】
　前記化学反応が、モノ－、ジ－および／もしくはトリ－スルホン化トリフェニルホスフ
ィンまたはその水溶性塩を含む触媒の存在下で行われる請求項１乃至８のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項１０】
　Ｍがルテニウムである請求項２乃至９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記化学反応が一酸化炭素（ＣＯ）を全く生成しない請求項１乃至１０のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１２】
　１２０バール以上の圧力で行われる請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記水素ガスは連続的に生成され、ギ酸は反応容器に連続的に加えられる請求項１乃至
１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　触媒化学反応で、ギ酸（ＨＣＯＯＨ）から水素ガスおよび二酸化炭素を連続的に生成す
る方法であって、
　前記反応は、反応容器の中で、１５～２２０℃の範囲内の温度で行われ、
　前記化学反応が一酸化炭素（ＣＯ）を全く生成しない方法。
【請求項１５】
　二酸化炭素は、超臨界状態である請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　３１℃および７３バールのＣＯ2分圧を超えて行われる請求項１乃至１５のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１７】
　エネルギーを発生する方法であって、
　前記方法は、
　請求項１乃至１６のいずれか１項にしたがって水素ガスを生成する工程と、
　水素ガスを使用することによってエネルギーを生成することが可能であるプロセスおよ
び／または装置へ前記水素ガスを導く工程と、
　前記水素ガスを使用することによってエネルギーを生成する工程とを含む方法。
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